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B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI: Analiza defektów występujących w strukturze krzemu, na podstawie 
obserwacji taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG (cz. 1) 

W tej części artykułu podano podstawowe informacje na temat struktury kryształów krzemu. 
Omówiono modele dyslokacji spotykanych w strukturze typu diamentu. 
Przedstawiono również modele granic blizniaczycłi i błędów ułożenia występujących w strukturze 
tego typu. 

T. DROŻDŻ, W. SOCHACZEWSKI, Z. BOMBIK: Badania nad zastosowaniem zgrzewania wybu-
chowego do wytwarzania blach bimetalicznych ze stopów CuSn5/AgPd30 

Omówiono zasadnicze metody zgrzewania wybuchowego. Przedstawiono technologię zgrzewa-
nia AgPd30 z CuSn5. Określono zmiany strukturalne zachodzące w warstwie łączonej oraz zapro-
ponowano hipotetyczny model zgrzewania dla otrzymania plateru. 

A. GRUDZIEŃSKI, E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. TOMASZEWSKI: Metoda kontrolowa-
nego zaokrąglania krawędzi płytek krzemowych 

Opisano metodę kontrolowanego zaokrąglania krawędzi płytek krzemowych metodą trawienia 
chemicznego. Stosowanie płytek z zaokrąglonymi krawędziami przynosi szereg korzyści, które 
zwiększają wydajność procesów technologicznych w produkcji przyrządów półprzewodniko-
wych. 

J. RADOMSKI, W.M. REĆKO, M. KETLING-SZEMLEY; Własności azotku boru i metody jego 
otrzymywania 

W artykule dokonano przeglądu danych fizykochemicznych i metod otrzymywania azotku boru. 
Omówiono także sposób otrzymywania, własności i niektóre możliwoąci zastosowania ceramiki 
z azotku boru. 

I. FLAKUS, S. KOŃCZAK, K. WACZYŃSKI, W.M, REĆKO: Ocena możliwości domieszkowania 
krzemu fosforem ze stałych płytkowych źródeł domieszek 

W artykule przedstawiono możliwości domieszkowania krzemu typu p fosforem z modelowych, 
płytkowych źródeł domieszek, wykonywanych w kraju. Położenie głębokości złącza i rezystyw-
ność wykazują przydatność tego typu źródła do procesów domieszkowania 

B. ŁAZOWY: Badania powierzchniowej warstwy uszkodzonej na płytkach monokrystalicznych 
krzemu 

Zbadano głębokość (wwierzchniowej warstwy uszkodzonej na płytkach krzemu po operacji cięcia 
i szlifowania. Badania prowadzono na szlifach skośnych metodą optyczną. 
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B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI; Analysis of the defects occuring in the silicon structure on the base 
of EFG silicon ribbon observation 

In this part of the paper the fundamental Information on the silicon crystal structure is given. Seve-
ral possible structures of dislocations in the diamond lattice are discussed. The models of twin bo-
undaries and stacking faults in this type of structure is also presented. 

T. DROŻDŻ, W. SOCHACZEWSKI, Z. BOMBIK: An application of explosion welding in manufactu-
ring of bimetallic microprofiles 

Basic methods of explosion welding are discussed. Processing method of welding AgPd30 and 
CuSn5 is presented. Structural changes in bonded layers are defined and hypothetical welding 
model for obtained metal is proposed. 

A. GRUDZIEŃSKI, E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, J. TOMASZEWSKI: The method of the con-
trollable silicon wafer edge rounding 

The method of the controllable silicon wafer edge rounding by means of the chemical etching is 
reported. Rounding the edge results in a variety of benefits that improve silicon devices process 
yields. 

J. RADOMSKI, W.M. REĆKO, M. KETLING-SZEMLEY: Properties and manufacturing of boron 
nitride 

Physical and chemical data of boron nitride and its manufacturing methods are presented. In this 
paper receiving, properties and some applications of boron nitride ceramics are discussed. 

I. FLAKUS, S. KOŃCZAK, K. WACZYŃSKI, W.M. REĆKO: Evaluation of possibility to dope silicon 
with phosphorus from solid planar diffusion source 

The solid evaluation of possibility of doping silicon wi th phosphorus f rom model solid planar dif-
fusion source made in Poland has been presented in this work. The position of junction depth and 
sheet resistance show the suitablity of this type of source in dope processes. 

8. ŁA20WY: Investigation of the damaged surface layer on monocrystalline silicon wafers 
The depth of the damaged surface layer on silicon wafers after alicing and lapping operations was 
investigated. The investigations on a skew microsection by optical method ware carried. 

http://rcin.org.pl



NR 1 ( 25) M A T E R I A Ł Y E L E K T R O N I C Z N E 1979 

B. UmUEBCKM, tí, KOHTUKM: Ananua óe0eKmoe, ecmpe^aeMbtx e cmpyKmype KpeMHUft na 
ocHoeoHuu HaemodeHuù KpeMHueebix nenm, no/iynaeMux MemodoM EFG 

B 3T0ÍÍ HacTM cTaTbM npeACTaB/ieHbi ocHOBHbie AaHHjjie oTHOCMienbHo CTpyKTypbi KpucTannoB 
K P E M H M H . 06cy>KAeHbi AucnoKauMOHHbie MOAenn B crpyicrype Tuna aniviasa. npeACTas/ieHbi 
TaiOKe M O A E N N ABOUHKOBBIX rpaHMU M ASÍT'eKTOB ynaKOBKM, BcipenaeMbix B laKoro poAa crpyK-
Type. 

T. flPO>Kfl)K, 8. COXAHEBCKM, 3. BOMBMK: HpuMeneHue ceapKU eapueoM dnn mexHonoeuu 
no/iyweHu» öuMema/inuHecKoeo MUKponpoifiunfi 

OrOBOpeHbl OCHOBHbie MBTOAbl CBapKM B3pblBOM. PIpeACTaBneHa TeXHO/lOrUH CSapKM AgPd30 c 
CuSn5. OnpeAe/ieHbi CTpyKxypHbie nsMeneHna, nponcxoAHinne B coeAUHeHHOw c/ioe. ripeA-
nojKena mnoTeTMHecKan MOAenb csapKn a/I« nnaKMpoBKn. 

A. rPyflSEHCKM, E. HOCCA)KEBCKA-OPnOBCKA, fl. TOMAUJEBCKM: Memod Konmponupy-
eMoeo OKpyenueoHUR Kpaëe KpeMHueeux nnacmun 

OnncaH MeTOA KOHjponnpyeMoro OKpyrnuBaHnn xpaëB KpeMHuesbix nnacTUH xMMUMecKUM 
TpasneHneM. RpmvieHeHMe n/iacruH c OKpyrnëHHbiiviM Kpaawn npuBOAUT K onpeAeneHHbiM 
nonbsaw, NOBBIUJATOMUM BWXOA rexHonorMHecKHx npoUeccoB B NPONSBOACTBE nonynpoBOA-
HMKOBblX npHÖOpOB. 

M. PAflOMCKH, B. M. PEUbKO, M. KETHUHr-LlJEMnEM: Ceoûcmea u Memodbi nonyienu» 
Humpuda 6opa 

CRATBR NPEACIASRIHET 0 6 3 0 p XMMMKO-4)M3M4ECKMX CBOÍÍCTB M M E I O A O B NO/ IYNEHUR H U I P N A A 
6opa. 06cy)KAeHbi JCOKB MeroAbi nonyseHUfl, cBoiicTBa n HeKOTopwe npuMeHeHkia KepawnKn 
M3 HMTpHAa öopa. ^ 

M. OnflKVC, C. KOHbHAK, K. BAHMHCKM, B, M .^EUbKO: OueHKO eosMOMHOcmu neeupoeanu» 
KpeMHU» (f)oc(popoM ebino/iHeHHoeo e eude meëpdbix nnacmuH^ambix ucmo'^HUKoe npu-
Meceü 

B paöoTe npeAciaeneHa oueHKa BO3MO>KHOCTM jieruposaHUR KpeMHUH (})occt)opoM Bbinon-
HeHHoro B BMAe MOAenbHbix nnacTUHHaibix MCTOHHMKOB npnivieceii CAe/iaHbix B flonbuje. 
nono)«eHMe rnyöuHbi ccéAUHeHun M noBepxHocTHoro conpoTMBneHMfl (FL/Q) cjiy>K8T no-
KasaieneM npMroAHocTn srûro runa McroHHUKa s npoueccax nerupoBaHM«. 

B. r iASOBbl: Mccnedoeahue noepeMcdeHHbix noeepxHocmHbix cnoee na MOHOKpucmannu-
^ecKux nnacmunax KpeMHUH 

MccneA0Bana rnyônHa noBpe>KAeHHbix nosepxHocTHbix c/ioeB Ha nnacTunax KpeiviHMR nocne 
onepauMH pesKn m iu/ii4(ł)0BKM. . 
HccneAOBaHMH npoBOAnnucb onjMHecKHM MeioAOM Ha Kocbix nnacTunax. 
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I N F O R M A C J E D L A A U T O R Ó W 

w celu ułatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału do drul(u 
redałicja prosi Autorów o przestrzeganie podanych niżej wsłcazówełc. 

1. Objętości artyłcułów w zasadzie nie powinny przeicraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artyl<uły powinny być napisane na pojedynczych arl(uszach formatu A4, jednostronnie 
z interlinią (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na ar-
kuszu nie powinno być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny 
być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone 
rysunki i tablice. 

4. Wszystkie tablice i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno (nie 
w maszynopisie całego artykułu), w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i nu-
merować kolejno. U góry każdej tablicy podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie 
streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim (również w 4 egzemplarzach). 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na części a w części końcowej 
winny być sformułowane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę 
możności unikać podziału artykułu na oddzielnie zatytułowane części. 

7. Rysunki powinny być nadesłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załą-
czone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napi-
sów pod rysunkami należy sporząd.-ać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów), 
w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficz-
nym. Numery fotografii i powiększenie należy podawać na odwrocie - ołówkiem. Nu-
meracją należy objąć rysunki i fotografie łącznie (nie stosować oddzielnej numeracji 
dla rysunków i oddzielnej dla fotografii). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko 
autora i pierwsze litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu 
i zeszytu, miejsca wydania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury 
winny być numerowane, w tekście powołania na numer pozycji w nawiasach kwadra-
towych, np. I 7 |. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we 
wzorach itp. powinny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Mię-
dzynarodowy Układ Miar (SI) oraz z innymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Au-
tora. Poprawek na stronie powinno być nie więcej niż 5. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, nie-
zbędnych skrutów, korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w „Materiałach Elektronicznych" uważany 
jest za równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wy-
słana do drukowania w żadnym innym czasopiśmie krajowym łub zagraniczym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego 
porozumienia się i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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